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１．概要（Summary） 

走査電子顕微鏡の調整用試料として 2018 年度にシリ

コンの異方性エッチングを応用した高段差のライン＆スペ

ースパターンを試作した[1]。この時のライン幅は 1 μm

以上であった。しかし、この寸法では走査電子顕微鏡を

高倍率で使用する場合には同一視野に１つのラインしか

撮像出来ない。今回、高倍率でも複数ラインが同一視野

で撮像が出来るように、より微細なパターンにおいてシリコ

ンの異方性エッチングを試みた。その結果、最小で 100 

nm ライン＆200 nm スペースの段差パターンの形成をす

ることが出来た。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  125kV 電子ビーム描画装置、多

目的ドライエッチング装置、ウエットエッチング支援、走査

電子顕微鏡 

【実験方法】 

微細パターン形成実験用の電子ビーム描画は

ZEP520 Aを 50 nm塗布し、125 kV, 1 nAで行った。垂

直断面形成実験用のシリコン基板の異方性ウエットエッチ

ングは SiO2 をマスクとして TMAH を用いて 70 ℃で 1

分間行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ウエットエッチング結果を Fig. 1～3 に示す。100 nm

ライン&200 nmスペースの微細シリコン段差が形成出来

ていることが分かる。これよりも微細な寸法ではラインパタ

ーンが転倒してしまっている。原因は異方性エッチング

時のサイドエッチングと考えられ、Fig. 3 において薄く見

える SiO2 マスクに対して Si ラインが後退していることが

分かる。今後、異方性エッチングの条件の見直しにより更

なる微細なパターン形成を目指す。 

 

 

 

 

 

 

Figure1 100nmLine&200nmSpace 

 

 

 

 

 

 

Figure2 100nmLine&100nmSpace 

 

 

 

 

 

 

Figure3 Enlarged view of Fig.1 
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